“TRANZYSTOR n-p-n
¥ BFYP99

Tranzystor krzemowy epiplanarny przeznaczony do sto-
sowania we wzmacniaczach mocy i generatorach wielkiej

czestotliwosci.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO39(CE23).
Kolektor jest polgczony elekirycznie z obudows.

DANE TECHNICZNE

Wartoéci dopuszezalne parametiréw eksploatacyjnych

Napiecie kolektor-baza Ucgo 65 v
Napiecie kolektor-

-emiter Ucko 40 v
Napiecie emiter-baza  Ugso 4 v
Prad kolektora Ic 350 . mA
Moc strat przy '

tamp = 298K (25°C) P 800 mW
Temperatura zlgcza t; 473 K

. . 0. . . °C
Zakres temperatury
ofoczenia tamb 233...373 K
(—40...+100 °C)

Parametry statyczne

przy tamo = 298 K

(25°C) min. maks.
Prad zerowy kolektora

przy Uce =30V,

Ig=0 Icgo — 100 pA

przy Ucg = 30V,
Ig = 0, tamb = 313K
(100°C)
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Icsy = 250 pA
Napigcie przebicia
emiter-baza
przy Igso = 250 pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic =5..200 mA
Prad wsteczny
kolektora
przy ch =30V
.przy Ucg =30V,
tamp = 373K (100°C)
Napiecie baza-emiter
przy Ic = 250 mA,
Uce=5V
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 250 mA,
Iz =50mA
Wspbiczynnik wzmoc-
nienia pragdowego
przy Ic = 125mA,

ch =5V
przy Ic = 125 mA,
Uce=5V,

tamp = 233 K, (—40°C)
przy Ic = 250 mA,
Ucg=5V

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298 K
(25°C)
Czestotliwoéé przeno-
szenia
. przy-Ic = 125mA,

Ucg=28V
Pojemnosé kolektora
UCE =28V

Czeé¢ rzeczywista im-
pedancji wej§ciowej
przy Ic = 125 mA,
Ucg =28V ’

" Wzmocnienie mocy

przy f =175MHz,
Ucg =28V,
Pi=025W
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